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Изучены процесы химико-динамического полирования (ХДП) поверхности 
монокристаллов CdTe и твёрдых растворов Cd0,2Hg0,8Te йодвыделяющими 
травителями HNO3 – HI – винная кислота (C4H6O6). Эксперименты проводили на 
установке для ХДП при температуре 293 К и скорости вращания диска J = 80 мин–1. 
Перед началом исследования с поверхности образцов удаляли нарушенный слой 
толщиной 100-120 мкм. Травильные растворы готовили из 55 %-ой НI, 70 %-ой 
HNO3, а также 27 %- и 40 %-ой C4H6O6 и выдерживали 2 часа для протекания 
химического взаимодействия между компонентами травителя. 
С помощью математического планирования эксперимента на симплексе были 
построены диаграммы “состав травителя – скорость травления” и установлены 
границы полирующих, неполирующих и селективных растворов (см. рисунок). 
Исследуемый интервал составов травителей ограничен треугольником АВС с 
объемным соотношением HNO3 : HІ : С4Н6О6 в вершинах А, В, С:  А – 6 : 94 : 0; В – 
9 : 31 : 60; С – 18 : 82 : 0. 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость скоростей травления CdTe (а, б) и 
Cd0,2Hg0,8Te (в, г) в растворах HNO3–HI–27 %-ная С4Н6О6 (а, в) и HNO3–HI–40 %-ная 
С4Н6О6 (б, г) (I – области полирующих, II – неполирующих, III – селективных растворов) 
 
Скорости ХДП этих материалов при использовании 27 %- и 40 %-ной С4Н6О6 
невелики и составляют 3,0-11,0 мкм/мин для CdTe и 2,0-10,0 мкм/мин для 
Cd0,2Hg0,8Te. Видно, что применение 27 %-ной С4Н6О6 приводит к расширению 
границ полирующих травителей на диаграммах, при этом качество полированной 
поверхности этих полупроводников в обоих случаях высокое (Rz = 0,03d0,05мкм). 
